BSY 79

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor
mit hoher Kollektor-Emitter-Spannung,
geignet als Treibertransistor

fur Ziffernanzeige-Glimmrohren

www. datasheetcatalog.com

Metallgehause JEDEC TO-18

18 A 3 nach DIN 41 876
Gewichtca. 0,359

Kollektor mit Gehause verbunden
MaBe in mm

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung
beiUp =1V

Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Verlustleistung
bei TU = 25°C
bei Tg = 25 °C

Sperrschichttemperatur

Kennwerte bei 7; = 25 °C
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
beiUce =1V, Ic = 1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
beilc =2 mA, Ig = 0,2 mA

Basis-Sattigungsspannung
beilc =2 mA, Ig = 0,2 mA

Kollektorreststrom
bei Ucg = 90V,

bei Ucg =90V, Ty = 150 °C
Emitterreststrom

bei Ugg = 4V
Kollektor-Basis-Kapazitat
bei Ucg = 10V
Emitter-Basis-Kapazitat

bei Ugg =05V

Warmewiderstand
Sperrschicht — umgebende Luft
Sperrschicht — Gehause

Transitfrequenz
bei Uce =10V, Ic = 10 mA, f = 50 MHz
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max.05 ®
120 V
120 V
5 Vv
30 mA
300 mW
1 W
175 °C
60 (> 30)
03(<05) V
<1 V
3 (< 50) nA
< 10 LA
2 (< 50) nA
4 pF
17 pF
< 500 K/W
< 150 K/W
100 MHz
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ITT BSY 79

zulassige Gesamtverlust- Kollektorreststrom
leistung in Abhangigkeit in Abhédngigkeit von der
von der Temperatur Sperrschichttemperatur

www.datasheetcatalog.com
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Ausgangskennlinien Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
Emitterschaltung in Abhangigkeit
vom Kollektorstrom
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